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1  Verlustleistung, Kiihlung von Halbleitern /12
f DHBW T
inkl. Deckblatt 7 Thermal Ratings (TC = +25°C unless otherwise noted) BYW29, 29B, 29F
Duale Hochschul
B:Se?-v&értstcen?bcerg PaCkage
Mannheim Symbol | Parameter Designator | Conditions | min | typ | max | Unit
i i none, B - - - 2.7 | K/W
RthIMb Junctlo.n to /
mounting base | - - - 55 | K/W
DHBW Mannheim, AuBenstelle Eppelheim RthIA junction to none, B TA=+25°C | — 60 - K/W
MA-TMT14AM2 - Angewandte Elektronik 1 ambient F in free air not specified K/W
Teilklausur Elektronik, 2015-12, Bayer Rev. 2.2.0 Dezember 2015 Tab. I: Datenblattauszug BYW29
. . . Ryy 10
Dozent Rainer Bayer, Dipl.-Ing. FH Elektronik n 1
K/W g ‘\
Matrikel- auf jedem Blatt \
Name, Vorname Nummer oben eintragen ) AN
etk ey ~
Studienjah MA-TMT14AM G 28 t ‘ 4 -~
udienjahrgang - ruppe emester Package Outline
ITO-220AC 2
Hilfsmittel Formelsammlung, Taschenrechner Zeit 60 min (ISOWATT-220AC) ] 0
Pack. Designator --IIL-— ™3 50 100 150 mm 200
Bewertung Punktzahl 100% Erreichte Punktzahl F
Datum / Signum Ergebnis Abb. 1 links: Leistungsdiode BYW29F (im Gehduse ITO-2204C);
Mitte und rechts: Datenblattauszug Strangkiihlkérper SK490
Die Gleichrichterdiode BYW29F (isoliertes Gehduse ITO-220AC, Kennbuchstabe
Aufg.| Thema Blatt a) b) 0) gesamt | Anm. ,F*) wird auf einen Strangkiihlkérper (SK490) montiert:
— Irmax =6 A, Upmax = 1 V (Effektivwerte bei 100% Tastgrad);
1| Verlustleistung, Kiihlung von Halbleitern 2 — zur Erh6hung der Lebensdauer ist 3 max auf 115°C zu begrenzen;
06 06 12 — Umgebungstemperaturbereich , = [-20; +55]°C.
2 | BJT als Schalter -4 10 05 05 20 al) Markieren Sie in Tab. 1 den zutreffenden Warmewiderstand. (2) /6
a2) Skizzieren Sie das vereinfachte Thermische Ersatzschaltbild und tragen Sie ( 4)
3 | BJT als KS-Verstérker: Emitterschaltung 5 10 03 08 2 die gegebenen Werte ein.
4 | BJT als KS-Verstirker: Kollektorschaltung | 6-7 bl) Berechnen Sie den maximal zuldssigen Warmewiderstand Rinpmax des Kiithl- ( 4) /6
06 04 07 17 korpers.
b2) Ermitteln Sie die erforderliche Mindestldnge /min des Kiihlkorperprofils. Tra- ( 2)
Anmerkungen 70 gen Sie Hilfslinien zum Auslesen in Abb. 1 rechts ein.

dhbw-me_el1_2015-12_Afg_r220.doc Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer dhbw-me_el1_2015-12_Afg_r220.doc Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer



DHBW Mannheim-Eppelheim - MA-TMT14AM2 Matrikel-Nr:
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2 BJT als Schalter /20
I. Schaltung, Tabellen, Datenblattausziige
ubD UBat=+24U
N REL
240R
2mA
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! g\ — L\ BC337-40
¢35
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a7 | o
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4 Abb. 2.1: Schaltung
VDD =3.3V VDD =3.3V
lo UoL,max UoH, min lo UoL,max UoH, min
+100 pA +0.1V +3.2V +4 mA +0.4V +2.9V
Tab. 2.1: Spezifikationen Digitale Ansteuerschaltung
Symbol ‘ Min. | Typ. ‘ Max. ‘ Unit
DC Current Gain
atVeg =1V Ig =100 mA
Current Gain Group -16 | hre 100 180 250
25 | hee 160 250 400 -
40 | hee 250 400 630

Tab. 2.2: Transistor BC337, Datenblattauszug hpg
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Datenblattauszug (1cpo)
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2 II. Aufgaben
al) Ermitteln Sie den Basisstrom von T1 fiir ,,statisch Ein* (Worst-Case; Uber- ( 3) /10
steuerungsfaktor m = 3; Ucgg vernachléssigt).
a2) Modifizieren Sie die Schaltung in Abb. 2.1 ggf. so, dass T1 sicher sperrt ( 4)
(,,Aus®). Si-Dioden: U, = 0,5 V.
a3) Ermitteln Sie den maximalen Wert des Basisableitwiderstands RBE bei ( 3)
9, =+75°C.
Es ist jetzt RBE = 6,8 kQ.
bl) Ermitteln Sie RV (Upgs = 0,7 V). (3) /5
b2) Wihlen Sie einen Wert aus der IEC-Reihe E12: RVg),. Priifen Sie /o. (2
cl) Welcher Schaltvorgang gefihrdet T1? (n /5
c2) Zeichnen Sie in Abb. 2.1 eine Freilaufdiode (D2) ein. (2)
c3) Geben Sie die Mindestwerte fiir Ur max und Zr max von D2 an. (2
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3 BJT als Kleinsignalverstirker: Emitterschaltung /21
U =+20 V : UBat
RE=200Q
RC
UBE = 0,7 A\ R1 C”2 X
o I ©
f >l | £ ‘ L
! [
J U2 []RL
Ut
R2
|;|RE CE
Abb. 3: o . T
Schaltung 1 L 2
al) Welchen Zweck erfiillen RE und CE? (2) /10
a2) Berechnen Sie den Arbeitspunkt AP fiir folgende Ruhepotenziale: (2)
pc=+10V; gg=+2V.
a3) Berechnen Sie den Wert des Arbeitswiderstands. n
a4) Berechnen Sie den Basisspannungsteiler fiir B =400 und einen Querstromfak- ( 5)
tor von g = 5.
Rechnen Sie jetzt mit folgenden Werten und Angaben weiter:
— RC=1009Q; Igap=0,3mA; R1=10kQ; R2=18kQ; f=B; 4 =+25°C.
— Der differentielle Ausgangswiderstand von T1 wird vernachléssigt.
— Der Verstirker wird in Leistungsanpassung betrieben.
b) Ermitteln Sie das SpannungsiibertragungsmaB (die Spannungsverstiarkung) /3
in dB.
cl) Ermitteln Sie die Eingangsimpedanz Z,. (2) /8

c2) Berechnen Sie Cl fiir eine untere Grenzfrequenz von 20 Hz des gesamten ( 3)
Verstirkers, wenn der Innenwiderstand der speisenden Quelle 600 Q betrégt.

c3) Waihlen Sie fiir C1 einen Wert aus der IEC-Reihe E6. (1
c4) Polen Sie C1; C2; CE in Abb. 3. (u; ist eine reine Wechselspannung.) (2
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4  BJT als Kleinsignalverstirker: Kollektorschaltung /117
Upa=+12V . UBat
R1
1 C1
o—] T1
2I
ul R2 c2
RE u2 RL
[e .
Abb. 4.1: Schaltung 1 L 2
al) Welchen weiteren Namen hat die Kollektorschaltung als Grundschaltung? D /6
a2) RE ist der Arbeitswiderstand. Welche Funktion erfiillt er dariiber hinaus? (2)
a3) Berechnen Sie RE, wenn im Transistor die Ruheleistung 200 mW umgesetzt ( 3)
werden und das Emitter-Ruhepotenzial die Hélfte der Betriebsspannung be-
tragen soll.
Rechnen Sie jetzt mit folgenden Werten weiter:
RE =200 Q; RL=300€; Ucgap=6V.
b) Zeichnen Sie in das Ausgangskennlinienfeld (Abb. 4.2) auf dem néichsten / 4
Blatt den Arbeitspunkt AP und die die statische Arbeitsgerade AGS ein.
cl) Zeichnen Sie die dynamische Arbeitsgerade AGD in Abb. 4.2 ein. (4 /7

¢2) Ermitteln Sie Uy fiir harmonische Signale (aus Abb. 4.2 oder rechnerisch).  ( 3)

— weiter auf der ndchsten Seite—
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Abb. 4.2:
0 10 20V Ausgangskennlinienfeld
Vee Transistor
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